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MENORTIA DESCRIPTIVA

Los cuerpos que comprenden materiales o compuestos semi-
conductores, por ejemplo de silicio, estén en muchos casos
en contacto por sus superficies - de modo adecuado y después
del correspondiente trataﬁiento preliminar, pars su uwtilize~
¢ibn en disposiciones de semiconductores -~ con componentes
metdlicos, mediente soldadurs, cuyos componentes metilicos
sirven para la conduccidén de la corriente y/o para la deri-
vecidn Gel calor de disipacibn, = = = = = = = - o - - - o -

Debido a las diferentes caracteristicas de resistencia
y a los diferentes coeficientes lineales de dilatacidn tér-
mice de los materiales utilizados para las capas de contacto
de soldedurs, se originen especialﬁente en la utilizacidn
de rectificadores semiconductores de elevada capsacidad de
carga de corriente unas cargas mecénices transversales en
las zonas de contacto de gren superficie, particularmente
en lo que se refiere al material semiconductor, las cuales
producen frecuentemente el fallo de la disposicién de semi=~
ConAUCHOYrES, = = =™ = = m o = = m o = - - o = -

Para eviter estos fendmenos indeseables se unié de modo
fijo en los ejemplos de ejecucibn conocidos de disposiciones
de semiconductores el disco semiconductor g través de discos
de contacto, cuyo coeficiente linegl de dilatacién térmica
equivale agproximedamente al del materiel semiconductor, a los
elementos conductores de electricidad mediante una soldadura

de estaio. Sin embargo, estas disposiciones de semiconducto-

res presentan en los casos de aplicacidn con una llemada



Se

10.

15,

20.

25.

carga de cambios'de temperatura, en la que la estructura
de las capas de la disposicién estf sometida frecuentemente
a un cambio de la temperatura de funcionamiento, debido por
ejemplo & un cambio cfclico correspondiente entre la carga
nominal y el funcionamiento en vacio, una duracién mﬁy
breve, ya que en esta clase de carga se producen fisuras en
la capa de soldadura producidas por modificaciones en la
estructura cristalina del estaiio, la llameda fatiga de los
eristales, por veriacibén de los limltes granulares, produ-
ciéndose de esta manera la destruccién de la estructura de
les capas de la disposicidén de semiconductores. La fatiga
de los cristales se produce tanto més pronto y con tantae
nayor intensidad cuanto més altas son las diferencias de
temperatura de funcionamiento a carga varieble, = = = = = =
Dentro del marco del constante desarrollo progresivo
de la técnica de los semiconductores se han descubierto sol-
daduras de elevada resigstencia, de fusién a baja temperatura,
las llamadas soldaduras fuertes de semiconductores, que en el
tipo de carga extrema descrita més arriba no se vuelven plés-
ticas sino que quedan elésticas, presentando por consiguiente
una elevada resistencia a los cambios de temperatura. El mar-
gen de temperatura del punto de fusién de estas soldaduras
ge encuentre por debajo de los 45020, de manera que las tem~
peraturas de soldar no pueden ejercer ninguna influencie

desfavorable sobre las caracterfsticas del materisl semicon-
ductor, Hen demostrado ser especialmente ventajosas las sol-

daduras oro-estafio, oro~germanio y oro-silicio. Las disposi~

ciones de semiconductores que tienen capas de contacto con
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diches soldaduras, presentgn>una mayor resistencia efectiva
a los cambios de temperature en comparaciém con los contac—
tos corrientes de soldedura de estafio. Los ensayég hen de=
mostrado que bajo las mismas condiciones las capas de conw
tacto oro~ostafio situadas entre elementos metélicos de con-
tacto presentan una duracién considerablemente més larga
que por ejemplo los contactos de soldadura de plomo, = = =
Sin embargo, en los conbactos de discos semiconduc~
tores con elementos conductores de corriente y/o discos
de contacto, por ejemplo de molibdeno, ejeoutados con las
¢itadas soldaduras duras de semiconductores, han continuado
los inconvenientes. Las cargas mecinicas gque se originan
durante el procedimiento de elaboracién o durante la wtili-
zacibn, producidas por los diferentes coeficientes lineales
de dilatacién térmica de los diferentes materisles de la es-
tructura de las capas ~también del disco de molibdeno en re-
lacién con el material semiconductor- se transmiten entonces
al material semiconductor debido a la elasticidad de la sol-
dadure dura de semiconductores y del disco de contacto, pro-
duciendo en muchos casos ya duranfe la fabricacién la deg-
truccibfn del material semiconductor, = = = = = « = = = = - -
Il objeto de la invencidn estriba por lo tanto en
crear una disposicidn de semiconductores de gran superficie,
econfmica, con elevada cgpacidad de carga de corriente, para
su utilizacién bajo cargas de cambio de temperatura, en la
que una capa 0 secuencia de cepas, respectivamente, de ma-
teriales de contacto, dispuesta entre el disco semiconductor
vy los elementos de contacto lindantes y/o entre elementos de

contacto metédlicos de materisl diferente, sbsorbe =in Ffatigs
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de cristales lss tensiones mecénicas que se originan enire
los elementos colindantes y que por compensacidén de las mis-
mas protege el material semiconductor contra las cargas me-
cénicas indeseables, asegurando de sgte modo una resistencia
6ptime de la disposicidn de semiconductores a los camblos
de temperatura, = = = = @ = = = ~ = - - " _--_-- - - - -
Le disposicibén de semiconductores propueste segin la
invencién no presente los inconvenientes de que adolecen las
disposiciones conoeidas. Ofrece adends importantes ventajas,
porque le capa de contacto configurada sezgin la invencidn
impide une formacién de fase indessable entre el semiconduc-
tor-gsoldadurae dura y el elemento-material y con ello la fra-
gilidad de los materigles de contacto; porgue la secuencia
de capas de contacto es adecuada para todos los modos de eje~
cucidn de elementos semiconductores con y sin paso p=n; por=
que para la fabricacién de rectificadores semiconductores de
gran superficie son suficientes discos de contacto de molib-
deno considerablemente més delgados, que presentan una resis-
tencia térmica inferior, y que debido a su menor espesor de
material pueden elaborarse mfs econbémicamente; y porque me-
diante la utilizacidén de estos delgados discos de contacto

se pueden obtener unos didmetros meyores de los mismos para
su utilizacibén en rectificadores semiconductores de mayor

superficie activa, = =~ = = = «@ = = 0 = - - = - .- -—--— -

Le invencidn se refiere a una disposicibén de semiconducs
tores con un disco de gran superficie de material semiconduc-
tor, unido por su superficie mediante soldadura de modo f£ijo,
preferentemente a través de discos de contacto de un coefi-

clente lineasl de dilatacidén térmica aproximadamente equiva-



lente al del material semiconductor, a elementos metilicos

gue girven para la conduceibén de la corriente y/o para la
derivacidn del calor de disipacifn, = = = « = =~ = = = w = =
Se conocen disposiciones de semiconductores en las gue
Do el disco semiconductor, preferentemente sometido por itrata-
miento previo a un procedimiento de difusidn y que presenfa

un recubrimiento metélico de contacto, estd unido de modo

fijo mediente una soldadura de oro-estafio a otros elementos
de contacto, por ejemplo a un disco de contacto de molibde-
10. no, habiéndose aplicado sobre el recubrimiento, que pueds
ser en su caso de nfquel, una capa de un metal que fomenta
le reticulacidén, preferentemente de oro o de plata. Esta
capa sirve sin embargo meramente para conseguir una buena
unidn superficial entre el recubrimiento del contacto del
15. nateriel semiconductor y la soldadura durs del semiconductox
siendo asimilada casi completamente por la soldadura dura
del semiconductor bajo la formscibén de un sistema ternario.
Bl plénteamiento del problema, es decir la creacién de une
disposicién de semiconductores con una resistencia dytima
20, a los cambios de temperatura, que presenta capas de contac-
to conssguldas mediante soldadura dura de semiconductores,
no estd basado en eatos modos de ejecucién conocidos, = = =~
Las cepas de contacto de la disposicién de semiconduce—
tores segin la invencién presenten en cambio, ademés de la
25, soldadura dura de semiconductores, por 1lo menos una capa
- metélicae, que gqueda conservade ain después del proceso de

soldadura como una capa ddctil eficaz, con las caracterfs-

ticas especigles de absorber y compensar las tensiones mecé-
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nicas que se originan en los materisles de contacto y de pro-.

teger también el material semiconductor contrae la destruceiédn

bajo cargas alternativas con diferencias extremas de tempe-

ratura de funcionemiento, = = = = = = = w - - - - - - - - -
La disposicién de semiconductores segin la invencidn

eatd carscterizada porque superficies de contacto, correspon-
dientes entre si{ y a unir por soldadura de sucesivos elemen-

tos de contacto de una estructura de capas arbitraria, pre-
gentan por lo menos una capa metdlica dictil de espesor pre-
determinado, preferentemente de metal noble, y porque la
capa metélica ddctil, conjuntamente con una soldadure de semi

conductores de elevada resistencia mecénica, de por si cono-

cida, forma une sucesibén de czpas de conbacto para sbsorber
y para compensar tensiones mecé&nicas producidas por el fun-
cionamiento y con ello para la obtencién de una resistencia
6ptima a los cambios de temperaturg, = = = = = =« = = «w = = -
Con ayude del ejemplo de ejecucidn representado en la
figura, se nmuestra y se explica la estructura de una dispo~
sicibén de semiconductores seg’n la invencidn, asi como su fun
cionamiento. Ia figura muestra la estructurs completamente
simétrica de un rectificador semiconductor, en la cuel la
designacién de las cupas individuales se ha efectuedo a efec—
tos de claridad solemente para une mitad de la secuencia de
CAPAG, = ™ mim m o @ = = - = - .- - - -~
Bl disco semiconductor 1, adulterado segin uno de los
procedimientos conocidos, lleva en las dos caras un recubri-
niento de contacto 2, por ejemplo de niquel, sobre el que se

ha dispuesto une capa dfietil 3 de un metal noble, preferen-
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temente de plata, que puede conseguirse por ejemplo mediante
evaporacién o por deposicibén. Un disco.de contacto 6 de
molibdeno lleva de igual modo en ambas caras sobre una capa
intermedia 7 que fomenta el contacto una capa ddetil de pla-
ta 8. Para la unién superficial del disco semiconductor 1
con el disco de contacto 6 sirve una llamada soldadura dura
5 de semiconductor, preferentemente una soldadurs eutéctice
oro=-estaiio. La capa de ﬁlata 8 sobre el disco de contacto 6
puede estar splicada por ejemplo mediante evaporacién o la-
minacién., Mediante la disposicién de una capa metélice dfictil
en cada una de las capas de contacto asignadas entre si de
clementos de contacto colindentes, se puede reducir considerg
blemente el espesor del disco de contacto & en comparacién
con las disposiciones de semiconductores corrientes hasta
ahora. Asi, por ejemplo, en los modos de ejecucién conocidos
de rectificadores semiconductores, el espesor del disco de
contacto es de 3 mm, pero preferentemente sblo 0,5 mm en la
estructure de cgpas provuesta segin la invencidn, Isto signi-
fica, empero, que los discos de contacto ya no tienen que
obtenerse necesariamente por aserradura de materisl en forma
de varillasy sino de un modo considerablemente wds econémico
por estampado de placas. Dentro del marco de esta elabora-
cién econbmics de discos de contacto, estas placas pueden
egtar provistas ya de recubrimientos de contacto previos,

eplicados por fusién o leminacidn, por ejemplo de niquel,
y tembién de la capa metélice dfietil segtn la invencién, de

lo cual resulta una excelente adherencia de las cagpas de

contacto individuales y debido & ello una mayor seguridad
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3 LILLALLIN

de funcionsmiento de la disposicién de semiconductores.
Ademds se puede dar 2 los discos de contacto 6 a obtener de
esta manera un mayor difmetro previo, con lo cual es posible
elaborar disposiciones de semiconductorcs con una mayor su-
perficie activa, es decir, para cargas més elevadas de
COTTIoNtGe = = m = = - = - - - e e e e .-~
4 través del disco de contacto 6, el disco semiconducs '
tor 1 estd ademés en contacto con eleumentos conductores de
corriente 11, de un material de buena conduccién elécirica
y térmica, preferentemente de cobre, que presentan para
la unién superficial mediante una soldadura 10 de semicone
ductores adecuads, del modo descrito més arridbs, en Caso ne-
cesario a través de una cgpa metdlice intermedia 12, una
capa dhctil de metal ncble 13, = = - = ~ - e e e
El espesor de la capa de netal noble, eplicada de modo
fijo en una o en les dos superficies de contacto del disco
gemiconductor y de los discos de contacto, y en la superficie
de contacto asignada del elemenio conductor de la corriente,
depende de la cerga mecénice de la estructura de capas de
la disposicién de semiconductores, determinada por la exten=
sién superficiel de las capas de contacto, siendo por lo
minimo 2 4 , preferentemente 5 & 104 =~ = = = = = = = = =
Con el firn de asegurar la elestlicidad de la capa de
soldadura de semiconductores contra les cargas mecénicas que '
se originan, su espesor importa preferentemente de 30 e
S50/t s = = = = m ® oo e e = e e -
Ademds de la soldedura eutéctica oro-egtafio, con un
porcentaje de peso del 80% de oro y 20y de estafio, también

son gptas como soldaduras eldsticas de semiconductores de
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elevada resistencia la soldadura eutéctica de oro-germanio
¥y la soldadure eutéctica de oro-silicio para la estructure

de cupas de contacto seglin la invenciln, = = = = = = = = = =«

Existe también la posibilidad de formar la capa de
5. contecto 0 la secuencis de capas de conbtacto segin le in-
vencibn mediante la utilizacidn de soldeduras Guras de
semiconductores de elevado punto de fusibn, el cual se en-
cuentra dentro del margen de temperaturas de 600 a 800£C
aproximadsmente, habiendo demostirado ser especlalmente ven-
10. tajosa una soldadura de plate-cobre y una soldadura de
plata-cobre-~paladio, cada una de ellas en composicidén eutéc-
tica. Con el fin de evitar une reaccidn de estas soldaduras
con la capa dfctil de plata y pera garantizar el espesor ne-
ceserio de las mismes hay que aplicar, antes de la ejecucibn
15. del proceso de scldadura, un recubrimiento netélico sobre la
capa de plata correspondiente de las superficies de contacto
a8 unir, por ejemplo de niquel, = = = = = = = = = = = = - = =
otro ejemplo de ejecucibén de una disposicidn de semi-
' conductoreé segin la invencibn estriba en que un disco semi-
20, conductor 1 esté unido ya de modo fijo por una cara gl disco
de contacto 6 med;ante aleacidén o soldadura dura, ¥y en la
cara opuesta a través de una cape de plata y por soldadura
del modo descrito més arriba a un disco de conbtacto, y de mo=
do fijo a través de los discos de contacto a elementos con~
25 ductores de corriente segin la invencidn, = = = = = = = = =
. Como otros mebtales nobles para esta capa de contacto
déetil son preferentenente apfos el oro o el paladio, apérte

de laplatae = = = = & ;e c o - - - - - - - - - -

Las disposiciones de semiconductores segfin la inven-
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¢lén no estén limitadas a los ejeumplos de ejecuclén mencio=
nados y descritos. Ixisten numerosas posibilidades de unir
de modo fijo cuerpos semiconductores adulterados segin pro-
cedimientos conocidos y que pueden presentar por lo menocs
un paso p~n en Su caso, con una estructura potestativa de
cgpas, a elementos de contgeto lindantes, a través de una
capa dictlil de metal noble eplicada en cada caso sobre cada
una de las superficies de contacto asignadas entre si. In
caso necesario pueden ester también dispuestas dos o més
cepas dlctiles de espesor adecuado de plata y/o oro y/o
paladio, con el fin de conseguir de modo deseado un escalo-
namiento ventajoso de los coeficientes lineales de dilsta-
cidén térmica de los materiales de las cepas de contacto, -
En la estructura de una disposicién de semiconducto-
res segdn la invencidn, se sitda segin el modo de ejecucidn
en una o en las dos caras del disco semiconductor 1 prepa-
rado, por ejemplo mediante evaporacién, una capa dictil de
metal noble 3 de espesor adecuado. En otras etapas de proce-
dimiento, el disco semiconductor es unido de modo fijo con
discos de contacto 6 preparados gue presentan iguaelmente
una caepa dctil de metal noble 8 del mismo material o de ma-
terial diferente, mediante soldadura dura 5, 10 de semicon=-
ductores, y en caso necesario en la misma etapa de procedi-
miento o en la sizuiente, de modo correspondiente, a elemen=—
tos conductores de corriente 11, los cuales han s8ido pretra-

tados de modo adecuado para el contacto de soldadura y pre-

sentan una capa ddctil 13 segin le invencién, = = = = = = =

N o 7 A

Se declaran de novedad y propiedad pare Espeiia, sus



territorios y plazas de aoberanisz, las siguientes: = = = = =

REIVINDIGCACIONZES

l.~ perfeccionamientos en las disposiciones de semicon=-
ductores, en particular dispogiciones de semiconductores con
5. un disco de gran superficie de material semiconductor unido
por su superficie mediasnte soldadura de modo fijo, preferen~
temente a través de discos de contacto de un coeficiente li-
neal de dilatacidn térmice aproximasdamente equivalente al
del material semiconductor, a elementos metédlicos que sirven
10. para la conduccién de la corriente y/o para la derivacién del
calor de las pérdidas, caracterizados porque superficies
de contacto, correspondientes entre si y a unir por solda-
‘dura, de sucesivos elementos de contacto de una estructura
de capas arbitraria, presentan por 1o menos una cepa meti~
15, lica ddetil de espesor predeterminado, preferentemente de
metal noble, y porque la cape metglica dietil, conjuntemente
con una soldadurs de semiconductores de elevada resigstencia
mecénica, de por si conocida, forma une sucesidén de capes
de contacto para absorber y pera compensar tensiones meci-
20, nicas producidas por el funcionamiento y con ello para la
obtencién de uns resistencia Sptima a los cambios de tempe-
TAtUYB, = = = = = = - e w " - w - mn - ...~
2.~ Perfeccionamientos segin reivindicacién 1, carac-
terizados porgue la capa dictil es de uno de los metales
25, nobles plata, 0ro 0 paladio, = = = = = = = C e
3+~ Perfeccionamientos segin reivindicaciones 1 a 2,
caracterizados porque la capa dlctil es de dos o més capas

parciales de los metales nobles plata y/u oro y/o paladio,-
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4,- Perfeccionamientos Scghn reivindicaciones 1 g 3, ca-
racterizados porque el egpesor de la capa dfctil importa
como minimo 24, preferentemente 5 & 10 4e = = = = =~ = = =

5.~ Perfeccionemientos segin reivindicaciones 1 a 4,
caracterizados porgue la capa dfictil es una capa aplicada
por evaporacién y/o por deposicidén sobre el disco semicon-
Auetor. = = = w w o - - - - = - - - .

6.~ Perfeccionamientos segin reivindicaciones 1 a 4,
caracterizados porgue la capa Adctil ha sido apliceda por
evaporacibn y/o por deposicién sobre las previstas super-
ficies de contacto de elementos de contacto metélicos pre-
PATEA0S, = = = = = = m = o o w e w ew

7.~ Perfecclonemientos sesin reivindicaciones 1 a 4,
caracterizados porque la capa ddetil ha sido aplicada
por fusibn o por laminacién sobre las previstas superficies
de contacto de elementos de contacto metélicos preparados.-

8- Perfeccionamientos segin reivindicacidén 1, caracte~
rizados porgue soldaduras de semiconductores, de por si '
conocides, de elevads resistencia mecénica, ds bajo punto
de fusibn, preferentemente soldaduras de oro-estailo, sol-
daduras de oro-geimanio, o soldaduras de oro-silicio Lorman
cada vez en unidn eutéetica conjuntemente con la capa dic- .
+il una secuencia de capas de contacto descada, = = = ~ ~

9.~ Perfeccionamientos seglin reivindicacidn 1, caracte~
rizados porque soldaduras de semiconductores, de por si co-
nocidas, de elevado punto de fusién, preferentemente solde-
duras de plata-cobre y soldaduras de plata-cobre-paladio
forman cada vez en unidn eutéctica conjuntemente con la

cape ddctil una secuencia de capas de contacto deseada.-
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10.~ "PERFECCIONANIENTOS EN LAS DISPOBICIONES DE Sail-
CONDUCTORESe = = = = = = = = = = == == === = ===
Todo ello conforme se describe y reivindica en la pre=-
sente memoria que consta de catorce hojas, folisdas y meca=

nografiadas por una sola de sus caras, y de una léming de
dibujos que la ilustra.
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